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Amplificadores y Fuentes de Corriente

Calculo de parametros de un Amplificador Emisor Comun
Calculo de parametros de un Amplificador Source Comun

Fuente de Corriente Espejo Simple.



Una fuente de corriente en espejo esta implementada
con 2 MOSFET canal P con los siguientes paraemtros:
uc',, =400 pA/V?; (W/L), = 100; (W/L), = 125;
V.=-0.8V;A=0.05V"

La tension de alimentacion de lamismaesV_ =5V,y

la corriente de referenciaes | . = 800 pA.

Determinar el valor de la corriente de salida (I ;) y el

rango de tensidn de salida de funcionamiento del
circuito como fuente de corriente.

Antes de empezar...
:Como funciona esta fuente de corriente?

M,

IREF

&
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Antes de empezar... ;Como funciona esta fuente de corriente?

La fuente de corriente
Es el transistor que fija la
corriente en la rama de

Podemos diferenciar 3 partes

v | cor
| / salida.
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La referencia de tension : = K R4
. . 1 -
Es un circuito encargado de ' T— bt 'I'O'UT .......
oo ., [ |
fijar una tension para que «<— | X o= -!~ +
(x) . ‘
M2 fije la corriente deseada. ! T *
. . 1
Este circuito puede ser muy i i ! V
. 11
complejo. ' REF X “‘ P ouT La carga
: X o | LT Cualqguier elemento que se
: :: \ conecte a la salida, por
1 ——— .
: — T — donde se fuerza la corriente.
- 1 - . .
D receeemeses———- ' Puede ser una resistencia, o
' cualquier otro
. elemento/circuito
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. .., : Datos
Resolvamos la referencia de tension... L uC’,, = 400 PA/V?

i (WIL), = 100; (W/L), = 125

, i V.=-0.8V;A=0.05V"
Se trata de un transistor conectado en modo i vy_=sv,|_ =800 A

diodo al que se le fuerza una corriente | e emmmmssssssossssssosnsoooseees

Mododiodo:V_=V_->V__=V_ >V <V_-V_siempre
« Sil, =0~ Corte
e Sil, # 0~ Saturacién

Resolviendo el nodo de Drain:
. ID + IG + IREF =0-> ID = —IREF z 0 > Saturacion

Despreciando el efecto de modulacion:

IREF L
V..=V_— =1V = V__=V_ +V_=5V-1V=4YV
GS T MC'OX ‘/‘/1 REF DD GS

2
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Referencia o Datos

¢Cual es la corriente de salida? V. =-1V {1 uC',, = 400pANV? |
Vo =4V i (WIL), = 100; (W/L), = 125
T Ve =208 VA= 0,05V
| Es fundamental notar que V=V, oo D Vil TS0 A
—f_‘ - Transistores iguales con mismas
i M2 sz tensiones, tienen mismas corrientes
A ’ o o ’
| M1y M2 sélo difieren en la geometria (W/L)
2| [y QuUT Yy g
+ I I ucC'’
D1 D2 (0)¢ 2
= =— V —V :—8 A
Vout ‘w/L),” (w/Ll, > Ves=Vi “
] I,,=IW/L),x i __195xs uA=—1mA
. (W/L),
- - Pero ojo que...
* |OUT = _ID2

—— > |l ,yr=1 mA
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Referencia Datos

¢Cual es el rango de tension de salida? 5 V. =-1V L pC, =400 pANV? |
V. =4V L1 (W/L), = 100; (W/L), = 125
: s = 1MA {1 V,=-0.8V;A=0.05V"
Voo, e | Voo =5 Vil =800 pA
- - Paraquelacopiade | T T
V" . corriente funcione, M, debe
Gs1 Gy . v . o
¥ | . - trabajar en régimen de
n r | L M2 = saturacion
SAll T
oo | -Y IOUT Vis2=Vour—Vpp< VDsm =Vis—Vr=- 0.2V
+ _ _
Veer v =V our<Vpp+Vps =5 V—02 V=48V
OUT L d d L3 L3 Ld
- En este caso no existe un limite inferior
) impuesto por M,
— — 0<V,,,<48V

VOUT,maX — 48 V
I,,, 1mA

Sila carga fuese una R, suvalor maximoseria R< =4.8 kQ
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Referencia Datos

Bonus Track I: ;Como afecta el efecto de modulacion? V=1V Ll uC’,, = 400 PA/V?
: V.. =4V {1 (WL, =100; (W/L), = 125 |
: . = 1mA {1 V,=-0.8V;A=0.05V"
"""""""""""""""""""""" i Vop =5Vl =800 pA |
IDl + IDZ | /(W/L)
: wiL),  (wiL), A
’: M2 VDSZ
A + )\ VDS
2| [y IOUT
+
VOUT
— — M
| 4
VDS2 * VDSl GS

ler Cuatrimestre 2020 86.03/66.25 Dispositivos Semiconductores 6



Referencia Datos

Bonus Track ll: ;Cémo implementar|__? 5 V. =-1V L uC', = 400 pAV?
Ve = 4V P 1 (W/L), = 100; (W/L), = 125
. = 1mA {1 V,=-0.8V;A=0.05V"

rmmmmennnnnsssssssnnnnennned t Vo =5Vl = 800 pA

REF

La forma mas sencilla es reemplazar la
- fuente por una resistencia.

M2 Vos, (aunque existen muchas formas distintas)
+
14 4V
YIO.ET VR=V rer = Regr Lrer = Ripr= 1552800 iAo Ke
VOUT Sino conocemos |, hay que

resolver la malla de refernecia

Vot Ves—Vierer=0
= = VootV s Ippgr Rper=0
VioptViestIp Rppr=0
_ UG ox w
2 L

2

I,= (VGS_VT)
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Bonus Track lll: ;Puedo hacerlo con TBJ?

- VBE1 = VBE2 > JC1 = JC2

M2Vc52 b IC=AJC
+
YIOUT * IREF + IC1 + IB1 + IB2 = o
+ - EnMAD:I_=B1_
VOUT

IREF t IC1 t IC1/B t ICZ/B - O
I, = A = A ILJA,

2°ca

1
1+
p

A
1+-2
1

Ipppt+1cy =0=1,~1
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